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Широкое применение фотоприёмников в различных областях науки и техники ставит перед ними ряд требований в зависимости от области их применения. В частности, если волоконно-оптическим линиям связи требуется быстродействующие фотоприёмники, то имеется ряд других областей, где основным требованием является их чувствительность. Повышение чувствительности фотоприёмников достигается за счет легирования их базовой области примесями, создающих глубокие примесные центры с анизотропными сечениями захвата (Sp>>Sn или Sn>>Sp). Однако туннелирование через тонкий потенциальный барьер многозарядных одиночных примесных центров ограничивает приделы изменения сеченый захвата неравновесных носителей тока и тем самым ограничивается рост чувствительности  фотоприёмников. Дальнейший рост чувствительности фотоприёмников возможен, но для этого необходимо в базовой области стимулировать образование многозарядных примесных кластеров состоящих из нескольких примесных центров.

Исследуя спектры ЭПР высокоомных кристаллов кремния, легированных марганцем (Si <Mn>) нами был обнаружен спектр состоящий из 21 линий сверхтонкой структуры с постоянными А = (14,2± 0,05)Гс  и  g = (2,0065± 0,0005), обусловленных образованием примесных кластеров состоящих из четырех ионов внедрения марганца Mn4 ++ (3d5) находящиеся в соседних тетраэдрических межузлах в направлении <111>. Такие кластеры в кристаллической решетки кремния могут образоваться вокруг двукратно отрицательно ионизованных примесных центров замещения или вакансий. При освещении кристаллов Si <Mn> собственной подсветкой спектр кластеров Mn4 ++ (3d5) исчезал, свидетельствуя тем самым, что они, внося в запрещенную зону кремния глубокий уровень, участвуют в процессах перезарядки. 
Настоящие исследования повешены выяснению роли многозарядных примесных кластеров марганца при формировании фотоэлектрических свойств кремния, и уточнение возможности создания на их базе высокочувствительных фотоприёмников.

На основе анализа спектров ФП как в темноте, так и при наличии интегрального освещения, а также температурной зависимости ФП в интервале температур (77 – 300)К установлено, что механизмы токопрохождения в кристаллах Si <Mn> содержащих многозарядные примесные кластеры марганца существенно отличается от механизмов токопрохождения обычных кристаллах кремния. Потенциал многозарядных примесных кластеров, являясь дальнодействующим, приводит к модуляции зон кремния даже в равновесном состоянии. При освещении таких кристаллов фотовозбужденные электроны притягивается к положительно заряженным многозарядным кластерам и захватывается ими. А неравновесные дырки, отталкиваясь от кластеров накапливается в буграх валентной зоны. Пространственная разделённость неравновесных носителей тока  снижает вероятности их рекомбинации и тем самым способствует  увеличению фоточувствительности материала. 
Действительно изготовленные фоторезисторы (ФР) на базе кремния, содержащих многозарядные примесные кластеры марганца отличались достаточно высокой фоточувствительностью даже при комнатной температуре, что нехарактерно для кремния, независимо от удельного сопротивления базовой области. Порог чувствительности ФР составляло ~1012 см · гц1/2 / Вт. В конце хотим отметить, что при низких температурах (77К) предлагаемый ФР способен работать в режиме накопления и способен регистрировать слабые сигналы.
